Verwendung: Schneller Silizium-npn-Planar-
Epitaxie-Schalttransistor fiir Logikschaltun-
gen bei Umgebungstemperaturen f#a von
—40 °C bis --125°C

Abmessungen: Bauform A 3/15 — 3a,
TGL 11 811

Koltektor om Gehduse

Mosse = 0,5 g

Zuldssige Hichstwerte giiltig bis #imax

Ucp = 40V Piot = 300 mW
Uceo = 15V bei 83 = 25 oC
UeBo = 353V 2} = 175 oC
lc = 200 mA g = 125 oC
d
Warmewiderstand Rinja = 500 g\;v -
gr'd

Rthic = 150~
Kennwerte fur #a = 25°C -5 grd

- . i Strom-
‘ Min. Typ Max. - MeBbedingungen verstérkungs-
| . gruppen
Reststrome
lcBo : | 10 nA \ 50 nA ‘ Ucs = 20V
Durchbruchspannungen
U(BR)cBO | 40V | 60 V | le = 10 zA
U(ER)CEO‘ 15 V | 35 V | le = 5mA
U(er)eeo, 5 V \ 75V | e = 10 A
Sditigungsspannung
Ucksat | 025V 05V lc =10 mA, I =1 mA
UBEsat 0,85V le=10mA, Ie =1 mA
Ubergangsfrequenz
fr 300 MHz 480 MHz Uce == 10 V, lc = 10 mA,
' f = 100 MHz
Ausgangskopazitat
22 28pF | SpF | Ues =10V, e =0, f=2MHZ
Gleichstromverstarkung
8 18 | 35 Uce =1V, lc = 10 mA A
28 71 ' B
56 140 C
112 280 D
224 560 | E
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SS 108

i 3 -
‘ Min. l Typ Max. MeBbedingungen 'J:-‘:tr;rkungk
glUEE.ﬂ
Schaltzeiten
ton | 15 ns Ons ' jc=10 mA, IB1 = 3 mA,

toff 35 ns 75 ns

RL = 270 Q, 12 = 1,5 mA

Bestellbeispiel flir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe B
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Transistor S5 108 B





